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Deneyde yukarida goriilen devreyi kurduk. Devreyi kurarken asagidaki degerlere gore
ayarladik ve hesaplamalarimizi gerceklestirdik.

Vcc[ZBV
VchZSV
R=1kQ

1)

Devrenin programdaki devre semasi SEKIL-1 deki gibidir. Devre semasim kurarken
programda CD4007

transistor bulunmadigr icin BUK445 transistor kullamlmistir.
Simulasyonda elde edilen tiim degerler BUK445 transistoriin devre yanitidir.
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SEKIL-1 deki devre semasina istenilen DC voltajlar1 bulmak icin DC voltmetre
bagladim ve istenilen degerleri elde ettim. Simiilasyonda elde etmis oldugum degerler

SEKIL-2 de gosterilmistir.

SEKIL-2
SEKIL-2’de de goriildiigii gibi istenilen voltaj degerleri;

VD]_ = P AAN D2 — 500V
V(_;]_ = 2,11V VGZZ 2.11V

SEKIL-1 deki devre semasina istenilen DC akimlari bulmak icin DC ammetre
bagladim ve istenilen degerleri elde ettim. Simiilasyonda elde etmis oldugum degerler

SEKIL-3 de gdsterilmistir.

SEKIL-3



SEKIL-3’te de goriildiigii gibi istenilen akim degerleri;

IDl = 2.89 mA IDQ =2.89 mA
IREF = 2.89mA I(] = 2.89 mA

Devrenin simiilasyon sonuglar yukaridaki gibidir. Deneyde elde etmis odlumum
sonuclar ise;

VDI = 324V Vnz =499V
V(;l = 323 V V(;zz 326 V
IDl = 1.84 mA I[:z = 1.68 mA
IREF = 1.86 mA I(_'J =1.68 mA

Yukaridaki degerlerden de goriilebildigi gibi;

Vo1~ Va2
Ipi ~ Irer
Inz ~ Io

seklindedir.

Simiilasyonda elde edilen voltaj ve akim degerlerinin deneyde elde edilen sonuclara
gore farkli olmasimi sebebi kullanmis oldugumuz proteus programinda CD4007 kodlu
transistoriin  bulunmamas:1 ve bu transistor iin yerine BUKA455i kullanmamizdan
kaynaklanmaktadir.

2)

Deneyin bu béliimiinde V.o akimimm 0V ile 8V arasinda asagidaki tablodaki gibi
degistirdik ve bu degisime gore I akiminin degerlerini multimetre yardimiyla dlgtiik.

Vec2=0 da Io
Vce2=0 Io=0.00mA
3



Vee=0.25V da lo Vce=8V da Io

Devrenin simiilasyonunda goriildiigii gibi Vcc2 yi 0V dan 8V a kadar
degistirdigimde Io degerini;

I0=2.89mA olarak buldum.

Bunun nedeni kullanmis oldugumuz proteus CD4007 kodlu transistoriin bulunmamasi
ve bu transistor iin yerine BUK455i kullanmamizdan kaynaklanmaktadir. BUK-455 kodlu
transistor 120m V degerinden sonra saturasyona girdigi icin 120m V’dan biiyiik voltaj
degerlerinde siirekli 10=2.89m A olarak sonu¢ vermistir. Bu nedenle Vecc2 ye 0V-120m V
arasinda degerler vererek Io degerlerini olctiim. Bu degerlerin simiilasyonunun bir kismi
asagida gosterilmistir. Bu degerlerden elde etmis oldugum Io-Vcc2 grafigi ise EK-1 olarak
vermis oldugum grafik kagidindadir.

Deneyde elde etmis oldugum Io degerleri ise asagidaki gibidir;

Vee2 (V) lo (mA)
0,01

0,00

0,25 0,52
0,50 0,85
0.75 1,22
1,00 1,48
1,25 1,57
1,50 1,60
1,75 1,62
2,00 1,63
2,25 1,64
2,50 1,64
2,75 1,65
3,00 1,65
3,25 1,65
3,50 1,66
3,75 1,66
4,00 1,66
4,50 1,67
5,00 1,67
5,50 1,68
6,00 1,68
6,50 1,69
7,00 1,70
8,00 1,71



_ Tablodan goriildiigii gibi I, akim 1.5 V — 1.75 V degerlerinden sonra sabitlenmeye
baglamigtir. Ciinkii MOSFET bu degerlerden sonra doyuma ulagmaktadir. Yani Saturasyona
‘girmektedir

Vee2=25mV Io=1.18m A Vee2=50m V 10=2.05m A

Vee2=75m V 10=2.62m A Vee2=100m V [0=2.87m A

Vee2=110m V 10=2.89m A Vee2=120m V 10=2.89m A



Sayfa-4 te gormiis oldugunuz sekiller simulasyon yapmak icin kullanmis oldugumuz
BUK-455 kodlu transistor iin saturasyona girme araliginda verilmis Voltaj degerleridir.
Goriildiigi gibi Vee2 ye 0°dan 120m V a kadar degerler verildiginde Io akimi belirli bir
degere kadar artma; 110-120m V degerleri arasinda ise degisim azalmakta veya degismeye
ugramamaktadir. Bunun nedeni ise BUK-455 in saturasyon araligiin 110m V-120m V
olmasidir.

Deneyde kullandigimiz CD4007 transistor ile simulasyon icin kullandigimiz BUK-455
transistoriin saturasyona girdikleri voltaj araliklar1 birbirinden farkli oldugu icin farkh
degerler elde ettik. Bu iki transistor icin elde etmis oldugumuz lo-Vcc2 grafikleri EK-1 ve
EK-2 olmak {izere grafik kagidinda rapor ile birlikte verilmistir.

3)

Deneyin son boliimiinde Vec2 voltajim énce 4V, sonra 6V ayarlayarak Io akimin
olctiik. Bu degerlere gore Ro direncini (¢ikis direnci) hesapladik.

Programda kullanmis oldugumuz BUK-455 transistore gore (0-120m V) degerlerine
gore yaparsak;

Vcc2

(mV) lo (mA)
75mV 2.62
100m V 2.87

;o 100-
g =|%e |- 75(mV
* e, ) 2.87-2.62(mA)
Ro=100o0hm
Deneyde elde etmis oldugum Ro degeri ise;
R =% |_ 6-4 (V)
2 éi, ) 1.68 — 1.66 (mA)

Ro=1000chm= 1Kohm

Deneyde elde etmis oldugumuz direng degeriyle devrenin simulasyonunda elde etmis
oldugumuz direnc¢ degerinin farklihig: farkh transistorlerin kullanimindan kaynaklanmaktadir.

To akimi(c¢ikis akimi); Ro direncine (cikis direncine) baghdir. Ro direnci akim aynalar
devrelerinde cikis direnci olarak adlandirilir.



